IN TAG 300 2K FRAM

Znacznik HF

Dane techniczne

Typ
Nr kat.

IN TAG 300 2K FRAM
100002359

Uwaga dotyczgca produktu

Nie nadaje sie do montazu bezposrednie-
go na powierzchni metalowej

Oznaczenie urzadzenia

111G ExiallC T6 Ga
11D Exia IlIC T85 °C Da
I M1 Exial Ma

Certyfikaty zgodne z

Ex Veritas 21ATEX1101X
Ex Veritas 21UKEX1103X
IECEx EXV 21.0082X

Dane transferu

indukcyjnos¢ potaczenia

Technologia HF RFID
Czestotliwos¢ pracy 13.56 MHz
Komunikacja radiowa i standard protoko- 1SO 15693
tu NFC Typ 5
Read/Write distance max. 215 mm

W strefach zagrozonych wybuchem nale-
zy zapoznac sie z instrukcjg

Wykonanie

Twarda zawieszka, R30

Materiat obudowy

Materiat powierzchni aktywnej

Tworzywo sztuczne, PA6

tworzywo sztuczne, PAG, czarny

Stopien ochrony

IP6OK

Moment dokrecajacy <6.5Nm
Packaging unit 1
Dane techniczne
Typ IN TAG 300 2K FRAM
Nr kat. 100002359

Uwaga dotyczgca produktu

Dane transferu

Nie nadaje sie do montazu bezposrednie-
go na powierzchni metalowej

indukcyjnos¢ potaczenia

Cechy charakterystyczne

M Przed wdrozeniem znaczniki muszg przej-
§¢ testy warunkéw skrajnych z uwzglednie-
niem temperatury procesu.

M Ten znacznik zostat poddany nastepujace-
mu testowi warunkéw skrajnych:

Cykliczne poddawanie dziataniu skrajnych
temperatur: Od 5 min przy -40 °C do 5 min
przy 90 °C

Liczba cykli: 100, czas zmiany: 30 s
Ciagte obcigzenie: 140 °C przy 100 godz.

W Zakonczony powodzeniem test nie jest jed-
noznaczny z potwierdzeniem przydatnosci
do konkretnego zastosowania, ale stuzy je-
dynie jako dowdd podstawowej zdatnosci.

M Pamie¢ FRAM 2 kB

M Nie nadaje sie do montazu bezposredniego
na powierzchni metalowe;j

W ATEX kategoria Il 1 G, strefa Ex 0

W ATEX kategoria Il 1 D, strefa Ex 20

M ATEX kategoria | M1, dla kopalni

Zasada dziatania

Urzadzenia odczytujgco-zapisujace HF o
czestotliwosci pracy 13,56 MHz tworzg strefe
transmis;ji, ktorej wielkos¢ (0...500 mm) zalezy
od uzywanej glowicy odczytujgco-zapisujacej i
znacznika.

Wymienione tutaj odlegtosci zapisu/

odczytu reprezentujg standardowe wartosci
zmierzone w warunkach laboratoryjnych

bez uwzglednienia wpltywu otaczajgcych
materiatow.

Odlegtosci zapisu/odczytu znacznikéw
przeznaczonych do montazu w/na metalu
zostaty okreslone w/na metalu.

Osiggane rzeczywiste wartosci mogag sie
rézni¢ nawet do 30% ze wzgledu na tolerancje
komponentow, warunki montazowe, warunki
otoczenia i jakos¢ materiatéw (szczegolnie
podczas montazu w metalu).

Dlatego niezbedny jest test aplikacji w
rzeczywistych warunkach (szczegoélnie z
wykonaniem zapisu/odczytu ,w locie”)!
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Dane techniczne

Technologia HF RFID
Czestotliwos¢ pracy 13.56 MHz

Typ pamieci FRAM

Chip Fujitsu MB89R118
Rozmiar pamieci 2048 Baijt

Pamigc

odczyt/zapis

Pamie¢ dostepna

2000 Bajt

Liczba operacji odczytu

bez ograniczen

Liczba operacji zapisu 10"

Typowy czas odczytu 0.5 ms/bajt
Typowy czas zapisu 0.5 ms/bajt
Komunikacja radiowa i standard protoko- 1SO 15693
tu NFC Typ 5
Minimum distance to metal 10 mm
Temperatura podczas dostepu do odczy- -40...+85 °C
tu/zapisu

Temperatura poza zakresem wykrywania -40...+90 °C

140 °C, 1 x 100 h

W strefach zagrozonych wybuchem nale-

zy zapoznac sig z instrukcjg

Oznaczenie urzadzenia

I11G ExiallC T6 Ga
11D Exia IlIC T85 °C Da

I M1 Exia | Ma
Certyfikaty zgodne z Ex Veritas 21ATEX1101X

Ex Veritas 21UKEX1103X

IECEx EXV 21.0082X
Wykonanie Twarda zawieszka, R30
Srednica 30 mm +/- 0,5 mm

Srednica wewnetrzna

5.2 mm +/- 0,3 mm

Wysokos¢ obudowy

3 mm +/- 0,5 mm

Materiat obudowy

Tworzywo sztuczne, PA6

Materiat powierzchni aktywnej

tworzywo sztuczne, PAG, czarny

Moment dokrecajacy

Stopien ochrony

<6.5Nm
IP69K

Packaging unit

1
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